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(54) Verfahren zur Priifung von Halbleiterbauelementen auf Dichtigkeit

(67) Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Priifung von Halbleitarbauelementen auf Dichtigkeit und iet in das
Gebiet der Produktion von Halbleiterbauelementen. Das Ziel der Erfindung ist es, unter Verwendung eines
radioaktiven Gases die Dichtigkeitsprifung durchzufiihren, aber dabei die Empfindlichkeit zu erhéhen und den
auf.vendigen Strahlungsnachweis zu vereinfachen. Die Erfindung l6st die Aufgabe, einen maglichst hohen
Prozentsatz der radioaktiven Strahlung zu messen, ohne daR eine Schwachung durch die Gehdusewandung auftritt.
Das Wesen der Erfindung besteht darin, dal die Halbleiterbauelemente einem radioaktiven Gas ausgesetzt werden
und daR nach dem Entfernen aus dem radioaktiven Gas und einer evtl. Spiilung der Nachweis der durch Strahlung
radioaktiver Nuklide im Feldgebiet des Halbleiterbauelements erzeugten Ladungstrager erfolgt, indem das
Halbleiterbauelement direkt an einen rauscharmen, ladungsempfindlichen Vorverstarker angeschlossen wird und die
erzeugten Impulse gemessen werden. Als radioaktives Gas wird Krypton-85 verwendet. Die Erfindung kann in der
Produktion von Halbleiterbauelementen angewendet werden.
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Erfindungsanspruch:

1. Verfahren zur Prifung von Halbleiterbauelementen auf Dichtigkeit, die mit einem Hohlkérper aus
Glas, Metall oder Plast gekapselt sind, bel welchem das zu prifende Halbleitarbauslement mit
einem radioaktiven Gas zusammengebracht wird und nach Entfernen aus dem radivaktiven Gas die
in seinem Inneren wirksame Strahlung nachgewiesen wird, gekennzeichnet dadurch, daR das
Halbleiterbauelement direkt an einen rauscharmen, ladungsempfindlichen Vorverstérker
angeschlossen wird und die erzeugten Impulse gemessen werden,

2. Verfahren nach Punkt 1, gekennzelchnet dadurch, daB als radioaktives Gas Krypton-85 verwendet
wird,

Anwendungsgeblet der Erfindung

Die Erfindung betrifft ein Verfahren zur Priifung von Halbleiterbauelementen auf Dichtigkeit, die mit einem Hohlkérper aus Glas,
Metall oder Plast gekapselt sind, bel welchem das zu priifende Halblelterbauelement mit einem von auen einwirkenden, elne
radioaktive Substanz enthaltenden Gas 2zusammengebracht wird und nach dem Entfernen aus dem radioaktiven Gas die im
Inneren des Bauelementes wirksame Strahlung nachgewiosen wird. Die Erfindung ist anwendbar bei der Produktion von
Halbleitsrbauelementen. ’

Charakteristik der bekannten technischen L8sungen

Esist bereits ein Verfahren zur Priifung von Kérpern mit einem abgeschlossenen inneren Hohlraum auf Dichtigkeit bekannt
(DE-PS 1135682), bei welchem der zu priifende Kéirper mit einem von auBBen einwirkenden, eine radioaktive Substanz
enthaltenden Gas oder einer entsprechenden Fliissigkeit zusammengebracht wird und die von ihm ausgehende Strahlung nach
dem Entfernen aus dem radioaktiven Gas bzw. der radioaktiven Fliissigkeit nachgewiesen wird.

Des weiteren ist ein Verfahren zur Priifung von Vakuumgefiien auf Dichtigkeit bekannt (DE-PS 762452), bei dem das zu
untersuchende Gefd mit radioaktivem Gas gefiilit wird und die AuBenseite der GefdBwandung mit einem Zéhlrohr abgetastet
wird,

Bei beiden Verfahren wird jedoch die radioaktive Strahlung durch einen zusétzlichen speziellen Strahlungsdetektor, wie z.B.
Szintillationszéhler, Z&hlrohr, nachgewiesen,

Ziel der Erfindung

Ziel der Erfindung ist es, unter Verwendung einas radioaktiven Gases die Dichtigkeit zu priifen, dabei jedoch die Empfindlichkeit
zu erhdhen und den Strahlungsnachweis ohne zusitzlichen Strahlungsdetaktor durchzufiihren.

Darlegung des Wesens der Erfindung

Die Erfindung l6st die Aufgabe, einen maglichst hohen Prozentsatz der radioaktiven Strahlung zu messen, ohne daf eine
Schwiéchung durch die Gehéusewandung auftritt,

Die Merkmale der Erfindung bestehen darin, daB die Halbleiterbauel. mente in an sich bekannter Weise einem radioaktiven Gas
ausgesetzt werden und daf nach dem Entfernan aus dem radioaktiven Gas und einer evtl. Spiilung der Nachweis der durch
Strahlung radioaktiver Nuklide im Feldgebiet des Halbleiterbauelements erzeugten Ladungstréger erfindungsgeman dadurch
erfolgt, daR das Halbleiterbauslement direkt an einen rauscharmen, ladungsempfindlichen Vorverstérker angeschlossen wird
und die erzeugten Impulse gemessen werden. Als radioaktives Gas wird Krypton-85 verwendet.

Ausfihrungshelsplel

Die Erfindung soll nachstehend an einem Ausfiihrungsbeispiel niher erliutert werden.

Leistungsdioden sollen z.B. auf Dichtigkeit gepriift werden, Dazu werden diese gomeinsam mit einer Glaskugel, die radioaktives
Krypton-85 mit einer Aktivitt von 100Ci enthélt, in einen Stahllehélter gebracht, Dieser wird dicht verschlossen. Uber eine
Schlauchleitung wird Druckluft in den Behilter eingelassen, bis der Druck etwa 2atm betriigt. AnschlieBend wird die Glaskugel
zertrimmert, Es bildet sich ein Krypton-85-Luft-Gemisch, daB durch evtl, vorhandene Lecks in die Dioden eindringt. Nach

24 Stunden Beladezeit wird d«s radioaktive Gas abgelassen und der Behilter mit Luft gespiilt. Die Leistungsdioden werden
herausgenommen und direkt an den rauscharmen, ladungsempfindlichen Vorverstérker angeschlossen, der mit einem
Hauptverstarker, einem Diskriminator und einem Zahlgerét verbunden ist. Die gemessene Impulsdichte ist ein MaB fiir die Groe
des Lecks am Bauelement.
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